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DISCIPLINA: Eletronica Industrial Il

Vigéncia: a partir de 2023/1 Periodo letivo: 8° Semestre

Carga horéria total: 45h Cédigo: TEC.1666

Ementa: Andlise de instrumentos de medicdo e demais equipamentos utilizados
na manutencao de circuitos eletrénicos e execucao de medi¢des. Caracterizacao
de componentes eletrénicos para circuitos de chaveamento. Interpretacdo de
diagramas e esquemas eletrbnicos. Estudo do funcionamento de circuitos
eletrdnicos basicos para manutencdo de equipamentos e sistemas eletrénicos
diversos. Analise de falhas em circuitos eletrénicos. Teste de funcionamento de
componentes eletrbnicos. Especificacdo de componentes eletronicos.
Desenvolvimento de habilidade para os processos de soldagem e dessoldagem
de componentes eletronicos. Desenvolvimento de condutas de seguranca e de
habilidade para solucionar problemas técnicos em eletrénica.

Conteudos

UNIDADE | — Transistor de Juncéao Bipolar (BJT — Bipolar Junction Transistor)
1.1 Introducéo
1.2 Funcionamento do transistor de juncéo bipolar
1.3 Equacdes de correntes e tensdes para transistores
1.4 Teste de identificacdo de terminais e funcionamento de
transistores
1.5 Configuragdes de montagem do transistor como amplificador
1.5.1 Ganhos de tenséo e corrente na configuracdo emissor-
comum
1.5.2 Aplicacao do transistor como amplificador na configuracao
emissor-comum
1.6 Polarizacao e estabilizacdo com resistor de emissor
1.7 Polarizacao e estabilizacdo com divisor de tensdo na base
1.8 Regibes de funcionamento do transistor
1.8.1 Reta de carga e ponto de operacéo
1.8.2 Operacao nas regides ativa, saturacdo e corte
1.9 Capacidades maximas do transistor
1.10 Aplicacéo do transistor como chave
1.11 Outros Tipos de Transistores
1.11.1 Transistor de Efeito de Campo de Metal Oxido
Semicondutor (MOSFET—- Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)
1.11.1.1 Principios basicos e regides de operacéo
1.11.1.2 Teste de identificacdo de terminais e de
funcionamento de MOSFETSs
1.11.1.3 Aplicagbes do dispositivo
1.11.2 Transistor Bipolar de Gatilho Isolado (IGBT — Isulated
Gate Bipolar Transistor)
1.11.2.1 Principios basicos e comutacdo
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1.11.2.2 Teste de identificacdo de terminais e
funcionamento de IGBTs
1.11.2.3 Aplicacdes do dispositivo

UNIDADE Il — Retificador Controlado de Silicio (SCR — Silicon Controlled
Rectifier)
2.1 Introducéo
2.2 Polarizac¢des do SCR
2.3 Curva caracteristica ideal do SCR
2.4 Curva caracteristica real do SCR
2.5 Teste de identificacao de terminais e funcionamento de SCRs
2.6 Métodos de disparo de um SCR
2.6.1 Disparo por pulso no gatilho
2.6.2 Disparo por sobretenséo
2.6.3 Disparo por dv/dt
2.6.4 Disparo por aumento de temperatura
2.6.5 Disparo por luz ou radiagéo
2.7 Métodos de bloqueio de um SCR
2.7.1 Blogueio natural
2.7.2 Bloqueio forgado
2.8 ProtecOes para SCRs
2.9 Controle de fase em uma carga resistiva
2.9.1 Calculo das tensdes média e eficaz na carga

UNIDADE IIl — Triodo para Corrente Alternada (TRIAC— Triode for Alternating
Current)

3.1 Introducéo

3.2 Curva caracteristica real do TRIAC

3.3 Teste de funcionamento de TRIACs

3.4 Modos de disparo do TRIAC

3.5 Métodos de bloqueio para TRIACs

3.6 Protecdes para TRIACs

3.7 Controle de fase em uma carga resistiva

3.7.1 Célculo das tensdes média e eficaz na carga

UNIDADE IV — Diodo para Corrente Alternada (DIAC — Diode for Alternating
Current)

4.1 Introducao

4.2 Curva caracteristica V x | do DIAC

4.3 Teste de funcionamento de DIACs

4.4 Controle de poténcia com TRIAC disparado por DIAC

UNIDADE V — Desenvolvimento de habilidades praticas em eletrénica
5.1 Levantamento esquematico de circuitos
5.2 Especificacdo e equivaléncia de componentes eletronicos
5.3 Criacao de leiaute para placa de circuito impresso
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5.4 Construcao de placas de circuito impresso
5.5 Soldagem e dessoldagem de componentes eletrénicos
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